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(57)摘要

本发明公开了一种集成电路pp膜耐湿性控

制工艺，步骤一、将带有pp膜的基板的置于升温

箱中，并提升温度至58-69摄氏度，保持300-

450s，步骤二、转至真空箱，采用1500-2500目的

砂纸对pp膜进行表面挤压处理，挤压压强为35-

65pa。本发明中，对pp膜上的铝膜进行58-69摄氏

度温度软化，然后在真空度为25-30Pa为真空箱

内采用2000目的砂纸采用35-65pa的压强进行挤

压处理，pp膜表层形成密布凹坑状，方便后续涂

层附着，转至离子涂层箱中，真空度为40Pa，进行

SiO2镀膜，或者进行选取Si和SiO2的混合质量比

例为1:3进行镀膜，镀膜时间为14s，镀膜完成后

的SiO2镀膜的厚度为80μm，Si和SiO2混合膜厚

度为80μm，断面检测致密度高，Si和SiO2可提高

PP膜的耐腐蚀性和降低吸水性，电性能方面具有

低损耗和低耗电。
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1.一种集成电路pp膜耐湿性控制工艺，其特征在于，包括以下步骤：

步骤一、将带有pp膜的基板的置于升温箱中，并提升温度至58-69摄氏度，保持300-

450s；

步骤二、转至真空箱，真空度为25-30Pa，采用1500-2500目的砂纸对pp膜进行表面挤压

处理，挤压压强为35-65pa，保压时间为20-35s；

步骤三、转至离子涂层箱中，真空度为30-50Pa，对pp膜上的铝层进行SiO2镀膜，镀膜时

间为12-20s；

步骤四、然后进行离子电镀Zn层；

步骤五、检验，采用激光切割，并通过显微设备对断层SiO2镀膜厚度测量。

2.根据权利要求1所述的一种集成电路pp膜耐湿性控制工艺，其特征在于，根据步骤

一，升温箱中，升温度至60摄氏度，保持320s。

3.根据权利要求1所述的一种集成电路pp膜耐湿性控制工艺，其特征在于，根据步骤二

中，砂纸采用2000目，挤压压强为40pa。

4.根据权利要求1所述的一种集成电路pp膜耐湿性控制工艺，其特征在于，根据步骤三

中，真空度为40Pa，镀膜时间为14s。

5.根据权利要求1-4所述的一种集成电路pp膜耐湿性控制工艺，其特征在于，离子涂层

箱中还可选用Si进行镀膜或者进行Si和SiO2混合镀膜。

6.根据权利要求5所述的一种集成电路pp膜耐湿性控制工艺，其特征在于，选取Si和

SiO2的混合质量比例为1:3。
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一种集成电路pp膜耐湿性控制工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及半导体PP膜耐湿技术领域，尤其涉及一种集成电路pp膜耐湿性控制工

艺。

背景技术

[0002] 在微电子工艺中,通常在半导体的集成电路的上覆盖一层pp膜，然后pp膜表面进

行镀金属膜处理，一般是先进行镀铝，然后在铝膜上进行镀锌，然而采用此方式处理的pp薄

膜不耐湿，产品在做高温高湿环境下，容易失效，以及镀膜层附着程度差导致出现腐蚀性

低，在电性能方面具有高损耗和高耗电的现象。

[0003] 本发明提供一种集成电路pp膜耐湿性控制工艺。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于：为了解决传统的半导体集成电路pp膜镀金属铝和锌层容易出

现pp薄膜不耐湿以及pp薄膜镀膜层附着程度差导致出现腐蚀性低，在电性能方面具有高损

耗和高耗电的问题，而提出的一种集成电路pp膜耐湿性控制工艺。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0006] 步骤一、将带有pp膜的基板的置于升温箱中，并提升温度至58-69摄氏度，保持

300-450s；

[0007] 步骤二、转至真空箱，真空度为25-30Pa，采用1500-2500目的砂纸对pp膜进行表面

挤压处理，挤压压强为35-65pa，保压时间为20-35s；

[0008] 步骤三、转至离子涂层箱中，真空度为30-50Pa，对pp膜上的铝层进行SiO2镀膜，镀

膜时间为12-20s；

[0009] 步骤四、然后进行离子电镀Zn层；

[0010] 步骤五、检验，采用激光切割，并通过显微设备对断层SiO2镀膜厚度测量。

[0011] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0012] 根据步骤一，升温箱中，升温度至60摄氏度，保持320s。

[0013] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0014] 砂纸采用2000目，挤压压强为40pa。

[0015] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0016] 根据步骤三中，真空度为40Pa，镀膜时间为14s。

[0017] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0018] 离子涂层箱中还可选用Si进行镀膜或者进行Si和SiO2混合镀膜。

[0019] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0020] 选取Si和SiO2的混合质量比例为1:3。

[0021] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本发明的有益效果是：

[0022] 1、本发明中，对pp膜上的铝膜进行58-69摄氏度温度软化，然后在真空度为25-
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30Pa为真空箱内采用2000目的砂纸采用35-65pa的压强进行挤压处理，pp膜表层形成密布

凹坑状，方便后续涂层附着，转至离子涂层箱中，真空度为40Pa，进行SiO2镀膜，或者进行选

取Si和SiO2的混合质量比例为1:3进行镀膜，镀膜时间为14s，镀膜完成后的SiO2镀膜的厚

度为80μm，Si和SiO2混合膜厚度为80μm，断面检测致密度高，Si和SiO2可提高PP膜的耐腐蚀

性和降低吸水性，电性能方面具有低损耗和低耗电。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明的实施例，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描

述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明

中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施

例，都属于本发明保护的范围。

[0024] 实施例1

[0025] 步骤一、将带有pp膜的基板的置于升温箱中，并提升温度至58-69摄氏度，保持

300-450s,此环境下pp膜上的铝膜层软化并处于临界变形状态；

[0026] 步骤二、转至真空箱，真空度为25-30Pa，采用1500-2500目的砂纸对pp膜进行表面

挤压处理，挤压压强为35-65pa，保压时间为20-35s，真空环境排出杂质，此范围砂纸对软化

的铝膜挤压后，在铝膜的上表面形成密布的附着深孔，由此有助于SiO2的镀膜附着；

[0027] 步骤三、转至离子涂层箱中，真空度为30-50Pa，排出砂纸挤压产生的杂质，对pp膜

上的铝层进行SiO2镀膜，SiO2可提高PP膜的耐腐蚀性和降低吸水性，镀膜时间为12-20s，此

镀膜时间内，SiO2涂层厚度为56-85μm；

[0028] 步骤四、然后进行离子电镀Zn层；

[0029] 步骤五、检验，采用激光切割，并通过显微设备对SiO2镀膜厚度的断层进行测量

SiO2涂层厚度。

[0030] 实施例2

[0031] 步骤一、将带有pp膜的基板的置于升温箱中，并提升温度至60摄氏度，保持320s，

此环境下pp膜上的铝膜层软化接近临界变形状态；

[0032] 步骤二、转至真空箱，真空度为25-30Pa，采用2000目的砂纸对pp膜进行表面挤压

处理，挤压压强为40pa，2000目的砂纸，减小挤压后砂纸产生的砂砾脱落，保压时间为20-

35s，在铝膜的上表面形成密布的附着深孔，由此有助于SiO2的镀膜附着；

[0033] 步骤三、转至离子涂层箱中，真空度为40Pa，对pp膜上的铝层进行SiO2镀膜，镀膜

时间为14s，此镀膜时间内，SiO2可提高PP膜的耐腐蚀性和降低吸水性，SiO2涂层厚度为80μ

m，电性能方面具有低损耗和低耗电；

[0034] 步骤四、然后进行离子电镀Zn层，80μm内SiO2涂层厚度后进行的电镀Zn层表面光

洁度质量高；

[0035] 步骤五、检验，采用激光切割，并通过显微设备对SiO2镀膜厚度断层进行测量，观

测断层致密度。

[0036] 实施例3

[0037] 步骤一、将带有pp膜的基板的置于升温箱中，并提升温度至60摄氏度，保持320s，

此环境下pp膜上的铝膜层软化接近临界变形状态；
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[0038] 步骤二、转至真空箱，真空度为25-30Pa，采用2000目的砂纸对pp膜进行表面挤压

处理，挤压压强为40pa，2000目的砂纸，减小挤压后砂纸产生的砂砾脱落，保压时间为20-

35s，在铝膜的上表面形成密布的附着深孔，由此有助于SiO2的镀膜附着；

[0039] 步骤三、转至离子涂层箱中，真空度为40Pa，对pp膜上的铝层进行Si和SiO2混合镀

膜，混合质量比例为1:3，镀膜时间为14s。此镀膜时间内，涂层厚度为85μm，电性能方面具有

低损耗和低耗电；

[0040] 步骤四、然后进行离子电镀Zn层，80μm的Si和SiO2混合镀膜涂层厚度后进行的电

镀Zn层表面光洁度质量高，Si缓慢氧化转化成SiO2，提高Si和SiO2镀膜涂层的致密性，电性

能方面具有低损耗和低耗电；

[0041] 步骤五、检验，采用激光切割，并通过显微设备对Si和SiO2混合镀膜断层进行测

量，观测断层致密度。

[0042] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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